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摘 要

我們使用射頻磁控濺鍍法(RF magnetron sputtering)成功地在SrTiO3(100)基座上成長出高品質高溫超導釔鋇銅

氧(YBa2Cu3O7-y)薄膜，再以光學微影術(Lithography)、電子束微影以及離子蝕刻將樣品蝕刻成20 μm微橋寬度之霍爾效應

圖形，接著在20 × 20 μm2之微橋範圍上成長約2 μm之反點(洞)缺陷釘扎陣列與650 nm點陣距離不對稱之人工奈米鎳釘扎

陣列，量測其混合態之霍爾效應。 在具不對稱反點(洞)陣列之YBCO薄膜上，我們發現其在電流沿其點陣長軸方向具有較

大的釘扎能，其對應最大霍爾負阻ρxy,max也較大。在具不對稱人工鎳釘扎點陣列之YBCO薄膜上，我們發現在電流沿短

軸方向具有較大的釘扎能，其對應的最大霍爾負阻也較大。此結果可以使用磁通蠕動模型以及Wang and Ting模型來討論

與解釋之。
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